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OEM: Texas Instruments Transistor BC264 Datasheet

BC264
N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor
Symmetrischer Aufbau in Silizium-Epitaxial-Planar-Technik im Silect*-Gehduse
Besonders geeignet fir Anwendungen im NF-Bereich
Sehr geringes NF-Rauschen
Hohe Eingangsimpedanz
Kleine lnss-Gruppen

Mechanische Daten

Mafde in mm "Silect pin circle ™
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1 — Draln, 2 — Source, 3 — Gate

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehduse eingekapselt. Das Gehduse widersieht Lét-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfiillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 1068,

Absolute Grenzwerte

Drain-Gate-Spannung 0V
Drain-Saurce-Spannung 430V

Gate-Strom in DurchlaBrichiung 10 mA

Maximale Verlustleistung bel Ty = 25 °C (Bem. 1) 300 mW
Lagerungstemperatur —65 °C bis +150°C
Bemerkung:

1. Lineare Reduzierung auf 150 °C mit 2,9 mW/°C,

* Schutzmarke von Texas Instruments.
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Elektrische Kennwerte* bei 25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen min typ max Einh.
—Ugss Gate-Source-Sperrspannung —lg = 1 pA, Ups =10 30 v
—lgss Gate-Reststrom —Ugs =20V, Ups=0V 10 mé
—Ugs = 20Y, Ups=10, Ty = 100°C i
Insg  Drainstrom Ups = 15V, Ugg =0V (Bem. 2) 2 12 A
—Ugs Gate-Source-Spannung Upg = 15V, Ip = 200 pA 0,4 W
—lgs Pinch-Off-Spannung Ups = 15 ¥, I = 10 nA 0.5 v
lygisl  Worwiéirtssteilheit Ups=15¥, —Ugs=0V, 1=1kHz 25 35 m5
—Ci3s Rilckwirkungskapazitat Ups = 15 ¥, —ligg = 1V, f=1MHI 1.2 pF
Cis  Eingangskaparitit Ups=168Y, —Ugs=1V, f=1MHz 40 pF
Cose Ausganpskapazitit Ups = 15V, —lUgs=1%¥, f[=1MHz 1,6 pF
Auf Anforderung kinnen folgende | gas/Ugs-Gruppen geliefert werden:
Gruppe Inss Uas [vansl
bel Ups = 16V, Ugs = 0 (Bem,2) bel In Upg =15 ¥ f=1kHz
min max min max min
A 2,0 45 mA 1,0 mA 0.2 1.2 v 25 mS
B 35 65 mA 1.5 mA 04 14 ¥V 30 mS
o 5,0 B0 mA 25 mA 05 1,5 ¥V 35 mS
D 7.0 12,0 mA 35 mA 08 16 V¥ 40 ms
Betriebswerta bel Ty = 25 °C
Parameter Prifbedingungen typ max Einh,
F  Rauschfakor Ups = 15V, Ugs = 0, Rg = 1 MQ, 0.5 2 dB
f=1kHz
n¥
en Aquivalente Rauschspannung Upg = 15V, Ugs = 0, f=10 Hz 40 ===

Bemerkung:

2. Gemessen mit Pulstechnik, Pulsweite = 300 ps, Tastverhaltnis < 29%;.
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Eingangsleitwert

1 Y315l = 1 (lp) Ups = Parameter; f = 1 kHz
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Ausgangsleitwert

I¥ggal = f (Ip) Ups = Parameter; f = 1 kHz
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